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Dioder
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Dioder — Exempel
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Halvledare
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Diodens funktion
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Arbetspunktsbestamning — Introduktion
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Arbetspunktsbestamning for diod
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Likriktning med diod 1(3)
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Likriktning med diod 2(3)
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Likriktning med diod 2(3)
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Andra slags dioder
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a) Zenerdiod b) Tunneldiod c¢) Fotodiod d) Lysdiod
Figur 3.72 Symbol och karaktiristik for ndgra olika diodtyper.

Figur 3.72 ur Séderkvist
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Bipolartransistorn - NPN
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Bipolartransistorer — Variabler och referensriktningar

NPN-transistor _ PNP-transistor
Grundekvationer

Stromforstarkning
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Stromforstarkningsfaktor

5< B <1000
Krav Kirchhoffs stromlag Krav
Positiva strommar . ] ] Negativa strommar
h spanni lg = I + lB .
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Bipolartransistorer — Nagra samband

Re

| IC + +
B+ Us [QE

Ugg | -

Kollektorstrom som funktion
av basstrom

ig [LA]

Kollektorstrom som funktion
av bas-emitter-spanning

]

A E ot
0,7 upne [V

Kollektorstrom som funktion
av kollektor-emitter-spanning
ic A

C ot
ucg [VI]

LINKOPINGS
II.“ UNIVERSITET

TSTEOQS Elektronik & matteknik - Foreldsning 12
2017-11-03 16




Stromstyrning med NPN-transistor
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Forstarkning av signalspanning
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Obs! Signalspanningen uy.(t) = u(t) om C ar stor.

ugg(t) = Uggq + Upe (D) ic(t) =Icq +ic(B) uyr(t) = Rpic(t)
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~ullstandigt
kurvblad for
PNP-transistor

Observera: Fyra diagram i ett.

Varje kvadrant ar ett separat
diagram
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Enkel transistorkoppling — Arbetslinje
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Enkel transistorkoppling — Arbetspunkt
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GE-steg — Gemensam emitter
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